UNIVERSIDAD Facultad de Ciencias
DE GRANADA Seccién de Fisicas

Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Fisica

Tutor/a: Mohit Ganeriwala

Departamento y Area de Conocimiento:  Electrénica y Tecnologia de Computadores
Correo electronico: mohit@ugr.es

Cotutor/a: Francisco Pasadas Cantos

Departamento y Area de Conocimiento:  Electronica y Tecnologia de Computadores
Correo electrénico: fpasadas@ugr.es

Titulo del Trabajo:  Simulacion del transporte electrénico en materiales 2D monocapa mediante métodos de primeros

principios
Tipologia del Trabajo: 1. Revision bibliogréfica X | 4. Elaboraciéon de nuevas préacticas de
(Segun punto 3 de las (Marcar laboratorio
Directrices del TEG | con X) 2. Estudio de casos tedrico-practicos X | 5. Elaboracién de un proyecto
aprobadas por Comision 3. Trabajos experimentales 6. Trabajo relacionado con practicas externas

Docente el 10/12/14)

Breve descripcion del trabajo:

Uno de los dispositivos mas relevantes para el desarrollo de la futura computacién neuromdrfica es el denominado
memristor, cuyo funcionamiento emula el comportamiento de las sinapsis existentes en la estructura neuronal del cerebro
humano. Los memristores son esencialmente un sandwich de material semiconductor o aislante entre dos electrodos
metéalicos, que funciona bajo la combinacién del transporte idnico y el electrénico.

El uso de materiales 2D para aplicaciones memristivas proporciona capacidades adicionales al dispositivo. Por tanto, la
comprension del transporte i6nico y electronico en este tipo de materiales es crucial para la obtencién de memristores
Optimos para aplicaciones neuromorficas.

El trabajo implica el empleo de técnicas de primeros principios, y en particular de DFT, para la simulacién y comprension
del transporte electrénico en materiales 2D monocapa, cuyo funcionamiento sera posteriormente empleado para la
realizacion del meristor.

Objetivos planteados:

- Familiarizacion con la teoria del DFT.

- Familiarizacion con la herramienta Quantum-ATK.

- Exploracion de las funcionalidades de Quantum-ATK para la simulacién del transporte electrénico.
- Comprensién de los mecanismos de transporte en materiales 2D.

- Calculo de las caracteristicas I-V en dispositivos de materiales 2D.

Metodologia:

- Revision bibliogréafica

- Empleo de Quantum-ATK para la simulacion de la estructura pura del material.

- Célculo de las propiedades electronicas de transporte.

- Estudio de diversas estructuras y materiales 2D.

- Estudio de los mecanismos de transporte influyentes en el comportamiento de los dispositivos memristivos, y andlisis de
las capacidades de Quantum-ATK para la simulacion de dichos mecanismos.
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